Wroctaw, dnia 14.12.2022 r.

Nr Sprawy: P0.2721.127.2022

Tl Protokét z procedury o udzielenie zaméwienia
tukasiewicz

PORT
Polski Orodek I. Nazwa i adres Zamawiajacego:
$:;"“’:é‘l’og" Sie¢ Badawcza tukasiewicz - PORT Polski Osrodek Rozwoju Technologii

ul. Stablowicka 147, 54-066 Wroctaw.

II. Przedmiot zamoéwienia: Technologia wykonania tranzystoréow typu 2DEG-
HEMT.

III. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe zostato upublicznione w Biuletynie Informacji
Publicznej w dniu 09.12.2022 r.

IV. Publikacja zapytania ofertowego.
1) Data: 09.12.2022 r.
2) Adres strony internetowej: - https://bip.port.org.pl

V. Termin skiadania ofert: do dnia 13.12.2022 wigcznie.

VI. Wykaz ziozonych ofert.

Cena Laczna
Lp. Oferent brutto ilo§¢ |UWAGI
oferty | punktow

Sie¢ Badawcza tukasiewicz

Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki MEALVINE: L DIk

VII. Wybor oferty.
Nazwa i adres Wykonawcy: Sie¢ Badawcza tukasiewicz Instytut
Mikroelektroniki i Fotoniki, al. Lotnikow 32/46, 02-668, Warszawa.

Uzasadnienie wyboru: Wybrany zostat wykonawca, ktéry uzyskat najwieksza
ilo$¢ punktow w postepowaniu.

(Podpis osoby upowaznionej)

Sporzadzita: Agata Nosol
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Stronalz1l

Projekt pn. ,Wysokowydajne tranzystory AlGaN/GaN-HEMT wykonywane hybrydowa
technologia MBE-MOVPE" dofinansowano ze srodkéw budzetu paristwa, dotacja celowa
przyznawana instytutom dziatajgcym w ramach Sieci Badawczej tukasiewicz na

podstawie umowy nr 2/L-PORT/Ct/2021




